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Electron-hole many-body correlation effects lead to novel functions of low dimensional 
field effect devices. In this research project, we have clarified many-body correlation 
effects by spectroscopic investigations, in particular, by separating the disorder effects 
in low electron density regime. We have observed emissions from fractionally charged 
quasiexcitons, which are composite particles with non-integral total charge. Moreover, 
we have developed a novel spectroscopic measurement method utilizing a near-field 
scanning optical microscope, and have succeeded in investigating dynamic correlations 
of non-equilibrium carriers. 
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は T≧700	 mK の高温で消失した。 
	 
 

















ながったと考えられる。 [S. Nomura et al., 


































図３	 (a)	 B=1.64	 T	 光励起エネルギー(i)	 
1.5083,	 (ii)	 1.5120,	 (iii)	 1.5139,	 (iv)	 




(c)	 B=1.64	 T における光起電圧の光励起エネ
















































2.7	 nm	 –	 25.2	 nm であった。A03 班金光グル
ープと共同で時間分解発光測定を実施した。
バルク Si では液滴相の寿命は 500	 ns 以上で
あるのに対して、シリコン層の厚さが薄くな
る程、発光寿命が短くなり 25.2	 nm の試料で
46	 ns、2,7	 nm の試料で 2.7	 nm と短くなるこ
とを見いだした。さらに、液滴相とプラズマ















極大となる。これまでの研究では数 T から 20	 
T 程度の強磁場において行われてきた。低電
子密度において移動度の高い試料を用いて、























図４	 (a) 電子密度 ns = (i) 2.9 × 1010, (ii) 4.0 × 
1010, (iii) 5.0 × 1010, (iv) 6.0 × 1010, (v) 7.1 × 1010, 
(vi) 8.6 × 1010, および (vii) 1.0 × 1011 cm−2に
おける観測された電子占有数νに依存した
有効 g因子 g*eff。	 (b)νB = (i) 4, (ii) 3, (iii) 2 お














と電子-正孔間距離を制御し、1	 ns から数 100	 
ns へと発光寿命が長くなることを示した。	 
	 ゲート制御された GaAs/Al0.3Ga0.7As 非対称
二重量子井戸を用いて、共通の電子系に対し
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